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O Carbeto de Silício (SiC) é um semicondutor utilizado na fabricação de dispositivos 

de alta potência e alta frequência. Em um estudo recente [1], foi implantado C 

(2,8x1017C/cm2), em 240 nm de SiO2 sobre Si, com a consequente síntese de SiC de 

5 nm na interface SiO2/Si. A síntese ocorreu a partir de uma migração de C de 

dentro do SiO2 para a interface. No nosso regime [1] de alta dose de implantação 

observamos um raio de captura de C pela interface de ~50 nm, enquanto que na 

literatura (refs. 36 e 37 em [1]) foi relatado ~1 µm. Os seguintes fatores podem ter 

afetado na mudança significativa de regime: maiores danos por implantação no 

nosso caso [1] e um excesso de O no SiO2, verificado nos trabalhos de Mizushima et 

al. e Krafcsik et al. Nosso objetivo é entendermos como os danos e a presença do O 

influenciam na difusão do C implantado para a interface SiO2/Si. Para obter 

SiO2(240nm)/Si, foi realizada limpeza e, após, oxidação de Si à uma temperatura de 

1100ºC com fluxo de O2 por 4h. Diferentes substratos foram implantados da seguinte 

maneira: duas amostras somente com C a 40 KeV (Rp = 135 nm) até fluência de 

0,5x1017 C/cm2 e 1x1017 C/cm2, à 600ºC. Amostras com C a 0,5x1017 C/cm² foram 

implantadas com O e com Ge, nas energias de implantação para se situarem na 

mesma profundidade do C, e na dose requerida para causarem dano equivalente a 

0,5x1017 C/cm2, ou seja: O, 52 keV (3,5x1016 O/cm2); Ge, 190 keV (6,8x1015 

Ge/cm2). Técnicas RBS e ERDA serão utilizadas para avaliar e quantificar a 

migração do C. [1] E. Ribas e R. L. Maltez, “Evidence of C migration in the SiO2 to 

the SiO2/Si interface of C-implanted structures”, Thin Solid Films, vol.730, 138702, 

2021. 


